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(g) Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe und elektronische Baugruppe 

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her- 
steliung einer elektronischen Baugruppe und eine elek- 
tronische Baugruppe, umfassend ein elektronisches Bau- 
element, einen Kuhlkorper und ein Tragersubstrat, das 
eine erste Leiterbahn auf einer ersten Seite des Trager- 
substrats und eine uber thermische Durchkontaktie run- 
gen mit der ersten Leiterbahn verbundene zweite Leiter- 
bahn auf einer zweiten Seite des Tragersubstrats auf- 
weist, wobei der Kuhlkorper oder das elektronische Bau- 
element auf die erste Leiterbahn des Tragersubstrats in 
einer Relow-Lotstation aufgelotet wird, die Leiterplatte 
anschlief^end gewendet wird und anschlieSend das noch 
fehlende Bauelement bezrehungsweise der noch fehten- 
de Kuhlkorper auf die nunmehr oben liegende zweite Lei- 
terbahn im Reflow-Lotverfahren aufgelotet wird. Es wird 
vorgeschlagen, daS die erste Leiterbahn wenigstens ei- 
nen fur die Aufbringung der ersten Lotschicht vorgesehe- 
nen Bestuckungsabschnitt aufweisen, der nicht mit 
Durchkontaktierungen verbunden ist, daS wenigstens auf 
die erste Leiterbahn eine erste Lotstopp-Barriere aufge- 
bracht wird, welche den Bestuckungsabschnitt von dem 
restlichen mit den Durchkontaktierungen versehenen Be- 
retch dieser Leiterbahn abgrenzt, und dafl die erste Lot- 
schicht auf den Bestuckungsabschnitt der ersten Leiter- 
bahn aufgebracht wird. 



LU 

o 



BUNDESDRUCKEREI 11.01 101630/755/1 



14 



1 



DE 100 33 352 A 1 



2 



Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 5 
lung einer elektronischen Baugruppe mit den Merkmalen 
des OberbegrifTs des Anspruchs 1 und eine elektronische 
Baugruppe mit den Merkmalen des Oberbegciffs des An- 
spruchs 6. 

[0002] Aus der EP0 871352A1 ist eine elektronische lO 
Baugruppe bekannt, welche ein Uragersubstrat umfaBt, daB 
auf einer ersten Seite mit Leiterbahnen versehen ist, welche 
tiber thermische Durchkontakderungen mit einer Leiterbahn 
auf der gegenuberliegenden zweiten Seite des TrSgersub- 
strats verbunden sind. Auf die leiterbahnen der ersten Seite is 
ist ein elektroniscbes Bauelement mit seinen Anschlussen 
aufgelotet, auf die Leiterbahn auf der Unterseite ist ein 
Kuhlkdrper aufgelotet. Im Betrieb wird die von dem Bauele- 
mente erzeugte W^rme tiber die Durchkontakderungen auf 
die zweite Seite des TrSgersubstrats abgeleitet und gelangt 20 
von dort auf den Kuhlkdrper. 

[0003] Urn den HerstellungsprozeB einer solchen Bau- 
gruppe moglichst preiswert zu gestalten» ist bekannt, die 
elektronischen Bauelemente und den Kuhlkorper in Oberfla- 
chenmontage auf die Leiterplatte aufbringen und im Re- 25 
flow-Lotverfahren mit der Leiterplatte zu verloten. So ist 
zum Beispiel in der deutschen Patentanmeldung 
DE 199 10 500 ein Verfahren zur Bestuckung einer Leiter- 
platte mit Bauelementen und Kiihlkorpem beschrieben wor- 
den, bei dem eine mit Durchkontaktierungen versehene Lei- 30 
terplatte auf Leiterbahnen der Oberseite mit je einer Lot- 
schicht versehen wird, AnschlieBend werden elektronische 
Bauelemente auf die Lotpaste aufgesetzt und in einer Re- 
flow- Lotstation mit den zugeordneten Leiterbahnen verlotet. 
Danach wird die Leiterplatte gewendet und mit nunmehr 35 
nach oben weisender Unterseite auf den dort vorhandenen 
und mit den Durchkontaktierungen verbundenen Leiterbah- 
nen mit Lotpaste versehen, auf die Kiihlkorperelemente be- 
stuckt werden. Die Kuhlkorperelemenie werden schlieBlich 
durch nochmaliges Reflow-Loten mit den Leiterbahnen auf 40 
der nach oben gewandten Unterseite der Leiterplatte verlo- 
tet. 

[0004] Bei der Durchfuhrung dieses Verfahrens tritt die 
Schwierigkeit auf, daB wahrend des ersten Reflow-Lotver- 
fahrens die Lotschicht auf der nach oben gewandten ersten 45 
Seite der Leiterplatte schmilzt und durch die Durchkontak- 
derungslocher der Leiterplatte nach unten abflieBen kann. 
Dabei kann das Lot bis zu der nach unten gewandten zwei- 
ten Seite der Leiterplatte vordringen und sich dort ablagem. 
Nach dem Erstarren des Lotes ist dann die Unterseite der 50 
Leiterplatte fur die weitere Bestiickung der Leiterplatte mit 
Kiihlkorpem oder Bauelementen nicht mehr geeignet. Aus 
diesem Grund sind Versuche mit einer die Durchkontaktie- 
rungen auf der zweiten Seite abdeckenden Deckschicht 
durchgefuhrt worden. Die Deckschicht (peelable mask) 55 
wird noch vor dem ersten Refiowlotschritt auf die zweite 
Seite aufgebracht und verhindert, daB wahrend des Reftow- 
Lotens der ersten Seite Lot durch die Durchkontaktierungen 
auf die zweite Seite der Leiterplatte gelangen kann. An- 
schlieBend muB jedoch die Deckschicht in aufwendiger 60 
Weise wieder entfemt werden, um die zweite Seite mit Lot- 
paste bedrucken und mit Bauelementen oder Kuhlkorpem 
bestucken zu konnen. Hierdurch werden nachteilig Herstel- 
lungsaufwand, -dauer und -kosten vergroBert. 

65 

Vorteile der Erfindung 
[0005] Durch das erfindungsgemaBe Verfahren zur Her- 



stellung einer elektronischen Baugruppe, welche ein mit ei- 
nem elektronischen Bauelement und einem Kuhlkorper be- 
stiicktes Tragersubstrat umfaBt, mit den kennzeichnenden 
Merkmalen des Anspruchs 1 wird vorteilhaft erreicht, daB 
wahrend der Durchfuhrung des ersten Reflow-Lotverfah- 
rens kein geschmolzenes Lot von der nach oben gewandten 
ersten Seite in die Durchkontaktierungen eindringen kann 
und von dort auf die Leiterbahn der Unterseite gelangt. Dies 
wird vorteilhaft durch Auftragen einer Lotstopp-Bairiere 
auf die erste Leiterbahn auf der ersten Seite der Leiterplatte 
eneicht, welche wenigstens einen nicht mit Durchkontakde- 
rungen versehenen Besttickungsabschnitt dieser Leiterbahn 
von einem mit den Durchkontaktierungen versehen Bereich 
abgrenzt. Die erste Lotschicht wird nur auf den wenigstens 
einen Besttickungsabschnitt der ersten Leiterbahn aufgetra- 
gen. AnschlieBend wird ein elektroniscbes Bauelemente 
oder ein Kuhlkdrper auf die Lotschicht bestuckt. Beim Auf- 
schmelzen der Lotschicht wahrend des ersten Reflow-Ldt- 
verfahrens verfiindert die wie ein Damm wirkende Lot- 
stopp-Barriere vorteilhaft, daB fltissiges Lot in die Durch- 
kontaktierungen eindringen kann. Die Lotstopp-Barriere auf 
der ersten Leiterbahn muB nicht entfemt werden und ver- 
bleibt auf dem Tragersubstrat, wodurch ein ProzeBschritt 
eingespart werden kann. Durch das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren kann die Zuverlassigkeit der Warmeableitung erhoht, 
der Herstellungsaufwand verringert und die Herstellungsko- 
sten gesenkt werden. AuBerdem wird die Positionierung des 
elektronischen Bauelementes beziehungs weise des Kuhl- 
korpers durch die Lotstopp-Barriere erleichtert, da dieser 
auf der geschmolzenen Lotschicht nicht wegschwimmen 
kann. 

[0006] Vorteilhafte Ausfuhrungsbeispiele und Weiterent- 
wicklungen der Erfindung werden durch die in den Unteran- 
spriichen enthaltenen Merkmale ermoglicht. 
[0007] Vorteilhaft ist, wenn zusatzlich auf die zweite Lei- 
terbahn eine zweite Lotstopp-Barriere aufgebracht wird, 
welche wenigstens einen Besttickungsabschnitt der zweiten 
Leiterbahn von dem restiichen mit Durchkontaktierungen 
versehen Bereich dieser Leiterbahn abgrenzt. Die zweite 
Lotschicht wird dann auf den Besttickungsabschnitt der er- 
sten Leiterbahn aufgebracht. Die Funktion der zweiten Lot- 
stopp-Barriere ist eine andere als die der erste Lotstopp-Bar- 
riere. Bei der Durchfuhrung des zweiten Re flow-Lot verfah- 
rens, bei dem ein elektroniscbes Bauelement beziehungs- 
weise ein Ktihlkorper auf die dann nach oben gewandte 
zweite Seite der Leiterplatte aufgelotet wird, ist es nicht 
mehr erforderlich, zu verhindem, daB Lot auf die nach unten 
gewandte erste Seite der Leiterplatte vordringt, da diese ja 
bereits fertig besttickt ist. Die Aufgabe der zweiten Lot- 
stopp-Barriere besteht darin, zu verhindem, dafi das elektro- 
nische Bauelement oder der Kuhlkorper, je nachdem wel- 
ches der beiden Bauteile im zweiten Re flow- Verfahren auf- 
gelotet werden soli, wahrend der Durchfuhrung des zweiten 
Lotverfahrens auf der verflussigten Lotschicht weg- 
schwimmt und aus seiner vorgegebenen Position verlagert 
wird. 

[0008] In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel ist vorgese- 
hen, daB die zweite Leiterbahn wenigstens einen fur die 
Aufbringung der zweiten Lotschicht vorgesehenen und mit 
den Durchkontaktierungen verbunden Besttickungsab- 
schnitt aufweist, welcher tiber die Durchkontaktierungen 
mit dem nicht als Besttickungsabschnitt vorgesehenen Be- 
reich der ersten Leiterbahn verbunden ist und daB die zweite 
Lotschicht auf den Besttickungsabschnitt der zweiten Lei- 
terbahn aufgebracht wird. Auch in diesem Fall ist das mog- 
Ucherweise durch die Durchkontaktierungen teil weise auf 
die nach unten gewandte erste Seite abflieBende Lot unkri- 
tisch, da der Ktihlkorper oder das Bauelement auf der ersten 
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Seite bereiis verlotet worden ist. 

[0009J Ein verbesserter Warmeubergang von dem elektro- 
nischen Bauelement auf den Kiihlkorper wird dadurch er- 
reicht, daS der Kiihlkorper dem auf der anderen Seite des 
Tragersubstrats angeordneten elektronischen Bauelement 5 
mit kiirzestem Abstand direkt gegeniiberliegt. 
[0010] Weiterhin ist vorteilhaft, bei dem ersten Ausfiih- 
rungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfahrens nach dem 
ersten Verfahrensschritt auf den mit den Durchkontaktierun- 
gen verbundenen Bereich der zweiten Leiterbahn zusatzlich lO 
eine dritte Lotschicht aufzutragen, welche sich wahrend des 
zweiten Reflow-Lotverfahrens verflUssigt und in die Durch- 
konlaktierungen eindringt. Hierduich wird die Warmeablei- 
tungen uber die Durchkontakderungen verbessert. Das Ein- 
dringen des Lotes in die Durchkontaktierungen ist nun un- 15 
problematisch, da der erste Refiow-Lotschritt bereits durch- 
gefuhrt wurde. 

Zeichnungen 

20 

[OOUj Ausfuhrungsbeispiele des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens sind in den Zeichnungen daigestellt und werden in 
der nachfolgenden Beschreibung erlautert. Es zeigen 
[0012] Fig. 1 bis 8 verschiedene Stadien eines ersten Aus- 
fQhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens zur 25 
Herstellung einer elektronischen Baugruppe und 
[0013] Fig. 9 und 10 zwei Stadien eines zweites Ausfiih- 
rungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 30 

[0014] Das erfindungsgemaBe Verfahren beginnt mit der 
Bereitstellung einer Leiterplatte, wie sie in Fig. 1 dargestellt 
ist. Dargestellt ist ein Querschnitt durch eine leiterplatte 1, 
welche als Tragersubstrat verwandt wird. Es ist abcr auch 3S 
mdglich ein anderes Tragersubstrat, beispielsweise ein Ke- 
ramiksubstrat zu verwenden. Auf einer ersten Seite 2 der 
Leiterplatte ist eine erste groBfiachige Leiterbahn 4 aus bei- 
spielsweise Kupfer in der ublichen Weise aufgebracht. Auf 
der gegeniiberUegenden zweiten Seite 3 ist eine zweite 40 
groBfiachige Kupferleiterbahn 5 aufgebracht Weiterhin sind 
Durchkontaktierungen 8 vorgesehen, welche die erste lei- 
terbahn 4 mit der zweiten Leiterbahn 5 verbinden. Die 
Durchkontaktierungen 8 konnen hergestellt werden, indem 
zunSchst Bohrungen in die leiterplatte 1 und die Leiterbah- 45 
nen 2, 3 eingebracht werden, deren Innenwandung anschlie- 
Bend chemisch oder galvanisch mit einer Metallisierung 9, 
beispielsweise einer Zinnschicht, iiberzogen werden. Es 
sind auch andere Verfahren zur Herstellung der Durchkon- 
taktierungen moglich. Wichtig ist, daB die Durchkontaktie- 50 
rungen 8 die erste Leiterbahn 4 nicht uberall, sondem nur in 
einem Teilbereich mit der Leiterbahn 5 verbinden und daB 
wenigstens ein Bestiickungsabschnitt 6 der ersten Leiter- 
bahn 4 nicht Liber Durchkontaktierungen und mit der zwei- 
ten Leiterbahn 5 verbunden ist. In dem hier gezeigten Aus- 55 
fuhrungsbeispiel wird der wenigstens eine Bestuckungsab- 
schnitt 6 der ersten Leiterbahn durch den Zentralbereich der 
ersten Leiterbahn 4 gebildet, wahrend zwei AuBenbereiche 
iiber mehrere Reihen von Durchkontaktierungen 8 mit der 
zweiten Leiterbahn 5 verbunden sind. Die zweite Leiterbahn 60 
5 weist ebenfalls einen nicht mit Durchkontaktierungen 8 
versehenen Zentralbereich auf, welcher als Bestiickungsab- 
schnitt 7 vorgesehen ist. 

[0015] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, wird anschlieBend eine 
erste Lotstopp-Barriere 10 aus einem hitzebestandigen Lot- 65 
stopplack auf die erste Leiterbahn 4 aufgebracht. Die Lot- 
stopp-Barriere 10 kann wie eine Lotstoppmaske beispiels- 
weise durch Siebdrucken aufgebracht weiden. "Wie in Fig. 2 
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ZU erkennen ist, trennt die Lotstopp-Barriere 10 den wenig- 
stens einen Bestiickungsabschnitt 6 von dem mil den Durch- 
kontaktierungen 8 versehenen Bereich der ersten Leiterbahn 
4. Die Lotstopp-Barriere 10 umfaBt in diesem Ausfiihrungs- 
beispiel zwei Walle, welche sich iiber die gesamle Breite der 
ersten Leiterbahn erstrecken. Auf die zweite Leiterbahn 5 
auf der gegeniiberliegenden zweiten Seite 3 wird in gleicher 
Weise eine zweite Lotstopp-Barriere 11 aufgebracht, welche 
den zweiten Bestiickungsabschnitt 7 von dem mit den 
Durchkontaktierungen versehenen Bereich der zweiten Lei- 
terbahn trennt. 

[0016] Wie in Fig. 3 dargestellt, wird in einem weiteren 
Verfahrensschritt eine erste Lotschicht 12 zwischen den bei- 
den die Lotstopp-Barriere 10 bildenden Wallen auf den Be- 
stiickungsabschnitt 6 der ersten Leiterbahn 4 aufgebracht. 
Die erste Lotschicht 12 schlieBt biindig mit der Lotstopp- 
Barriere 10 ab. Die Lotschicht kann beispielsweise im Sieb- 
druckverfahren auf die Leiterplatte aufgetragen werden. 
[0017] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird schlieBlich ein 
Kiihlkorper 13 mit einem SMD-Bestucker auf die erste Lot- 
schicht 12 und die Lotstopp-Barriere 10 aufgesetzt: In dem 
hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ist vorgesehen, zuerst 
den Kiihlkorper 13 auf die erste Seite 2 der Leiterplatte auf- 
zuloten und anschlieBend das elektronische Bauelement 16 
auf die zweite Seite 3 der Leiterplatte aufzuldten. Naturlich 
ist es auch moglich, wahrend des ersten Reflow-Lotverfah- 
rens zuerst das elektronische Bauelement auf die erste Seite 
der Leiterplatte aufzuloten und im anschlieBenden zweiten 
Refiow-Lotverfahren den Kiihlkorper auf die zweite Seite 
aufzuloten. 

[0018] Die mit dem Kuhlkorper 13 bestuckte Leiterplatte 
1 wird anschlieBend einer Refiow-Ldtstation zugefiihrt, in 
welcher der Kuhlkorper mit der ersten Leiterbahn 4 verl6tet 
wird, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist. Wahrend des Reflow- 
Lotens wird die Lotschicht 12 aufgeschmolzen. Die IjOt- 
stopp-Barriere 10 verhindert dabei vorteilhaft, daB das ge- 
schmolzene Lot durch die Durchkontaktierungen 8 auf die 
zweite Leiterbahn 5 auf der nach unten gewandten zweiten 
Seite 3 der leiterplatte abflieBt. AuBerdem wird verhindert, 
daB der Kuhlkorper 13 auf der geschmolzenen Lotschicht 
seidich wegschwimmL 

[0019] Nach der Durchfuhrung des ersten Reflow-I-6tver- 
fahrens wird die Leiterplatte gewendet, so daB nun die 
zweite Seite 3 oben liegt, wie in Fig. 6 gezeigt ist. Auf die 
zweite Seite der Leiterplatte wird nun die zweite Lotschicht 
15 zwischen den beiden Wallen der zweiten Lotstopp-Bar- 
riere 11 auf den Bestiickungsabschnitt 7 der zweiten Leiter- 
bahn 5 aufgedruckt. Zusatzlich kann eine dritte Lotschicht 
14 jenseits der Orenzen der Lotstopp-Barriere 11 auf den mit 
den Durchkontaktierungen 8 versehenen Bereich der zwei- 
ten Leiterbahn 5 aufgebracht werden. 
[0020] Fig, 7 zeigt die Bestiickung des elektronischen 
Bauelementes 16, welches als SMD-Bauelement (Surface 
mounted device) auf die zweite Lotschicht 15 aufgesetzt 
wird. Die Unterseite des Bauelementes ist mit einer Metalli- 
sierung 17 versehen. Das elektronische Bauelement 16 kann 
beispielsweise ein Warme erzeugender Leistungstransistor 
Oder ein integrierter Schaltkeis sein. Die geometrischen Ab- 
messungen des von der zweiten Lotstopp-Barriere 11 be- 
grenzten Bestiickungsabschnitts stimmen vorteilhaft mit der 
Flachenausdehnung des Bauelementes 16 iiberein. 
[0021] AnschlieBend wird, wie in Fig. 8 gezeigt, die Lei- 
terplatte emeut einer Reflow-Lotstation zugefuhrt. Durch 
Warmezufuhr wird die zweite Lotschicht 15 und die dritte 
Lotschicht 14 aufgeschmolzen. Die Lotstopp-Barriere 11 
verhindert, daB das Bauelement 16 seidich wegschwimmt. 
Trotz der relativ groBflachigen leiterbahn 5, welche deut- 
lich groBer als die Montageflache des Bauelementes 16 ist. 
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kann so erreicht wetden, daB das Bauelement 16 genau auf 
der Leiterplatte positioniert wird. Wahrend des zweiten Re- 
flow- Lotverfahrens gelangt das Lot der verflUssigten dritlen 
Lotschicht 14 in die Offnungen der Durchkontaktierungen 8 
und gegebenen falls auch auf die nun unten liegende erste 5 
Leiterbahn 4. Dies ist aber unproblematisch, da dort der 
Kuhikorper bereits monriert ist, Daruber hinaus wird durch 
das AufFullen der Durchkontaktierungen mit Lot vorteilhaft 
eine Verbesserung der thermischen Leitfahigkeit der Durch- 
kontaktierungen erreicht. Wahrend der Durchfuhrung des 10 
zweiten Reflow-Lotverfahrens konnen auch die nicht darge- 
stellten AnschluBelemente des Bauelementes 16 mit weite- 
ren nicht dargestellten Leiterbahnen auf der zweiten Seite 3 
der Leiterplatte 1 verldtet werden. Dutch Wahl des 
Schmelzpunktes der ersten Lotschicht 12 oder durch eine 15 
geeignete Haltevorrichtung kann verfaindert werden, daB der 
Kuhikorper 13 wahrend der Durchfuhrung des zweiten Re- 
flow-Lotverfahrens von der naci) unten gewandten ersten 
Seite der Leiterplatte abfdllt. Wahrend der Abkuhlung der 
Leiterplatte leduzieren die Lotstopp-Barrieren 10 und 11 das 20 
Risiko, daB durch das unterschiedliche Ausdehnungsverhal- 
ten von Bauelement und Kuhikorper, Lotschichten und Lei- 
terplattenmaterial Scherkrafte zu einer Ablosung des Bau- 
elementes Oder des Kiihlkorpers von der Leiterplatte fuhren. 
Die schlieBlich herstellte elektronische Baugruppe des er- 25 
sten Ausfiihrungsbeispiels ist in Fig. 8 gezeigt. Wie zu er- 
kennen ist verbleibt die Lotstopp-Barriere 10 und die Lot- 
stopp-Barriere 11 auf dem TVagersubstrat und muB nicht ent- 
femt werden. 

[0022] In Fig. 9 und 10 sind zwei Verfahiensschritte eines 30 
altemativen AusfUhrungsbeispiels des erfindungsgemaBe 
Verfahren gezeigt, Der in Fig. 9 gezeigte Verfahrensschriti 
entspricht dabei dem in Fig. 4 fur das erste Ausfuhrungsbei- 
spiel gezeigten Verfahrensschritt, der in Fig. 10 gezeigte 
Schritt entspricht dem Verfahrensschritt des ersten Ausfiih- 35 
rungsbeisplels aus Fig, 7. 

[0023] Bei dem in Fig. 9 gezeigten Tragersubstrat 1 ist der 
zentrale Bereich der ersten Leiterbahn 4 auf der ersten Seite 
2 der Leiterplatte 1 uber Durchkontaktierungen 8 mit der 
zweiten Leiterbahn 5 auf der zweiten Seite 3 verbunden. 40 
Zwei AuBenbereiche der ersten Leiterbahn 4 sind als Be- 
stiickungsabschnitte 6 vorgesehen und durch die Lotstopp- 
Barriere 10, welche wieder zwei Walle umfaBt, die sich iiber 
die ganze Breite der ersten Leiterbahn 4 erso^cken, von dem 
mit den Durchkontaktierungen 8 versehenen Zentralbereich 45 
getrennt. Die Lotschicht 12 wird in diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel zweiteilig auf die beiden Bestiickungsabschnitte 6 auf- 
gebracht. Nach dem Bestiicken mit dem Kuhikorper 13 und 
dem Verio ten wird die Leiterplatte gewendet, wie in Fig, 10 
dargestellt. Die zweite Leiterbahn 5 umfaBt in diesem Aus- 50 
fuhrungsbeispiel nur einen mit den Durchkontaktierungen 8 
versehenen Bestuckungsabschnitt fur das elektronische 
Bauelement 16. Die Lotstopp-Barriere 11 wird nur auf die 
auBeren Rander der zweiten Leiterbahn 5 aufgeuragen. An- 
schlieBend wird die zweite Lotschicht 15 uber den Durch- 55 
kontaktierungen 8 auf die zweite Leiterbahn 5 aufgetragen 
und ein elektronisches Bauelemente 16 mit der metalli- 
sierten Unterseite 17 auf die Lotschicht 15 aufgebracht und 
im Reflow-Lotverfahren mit der zweiten Leiterbahn verlo- 
tet. Geschmolzenes Lot kann dabei durch die Durchkontak- 60 
tierungen 8 auf die nach unten gewandte erste Seite 2 der 
Leiterbahn vordringen, wo der Kuhikorper bereits aufgeld- 
tet worden ist. 

[0024] Fig. 10 zeigt das schlieBlich fertig hergestellte 
zweite Ausfuhrungsbeispiel der elektronischen Baugruppe. 65 



Patentanspriiche 

1 . Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Bau- 
gruppe, welche wenigstens ein mit einem elektroni- 
schen Bauelement (16) und wenigstens einem Kuhi- 
korper (13) bestucktes TVagersubsdrat (1) umfaBt, das 
eine erste Leiterbahn (4) auf einer ersten Seite (2) des 
Tragersubstrats (1) und eine uber thermische Durch- 
kontaktierungen (8) mit der ersten Leiterbahn (4) ver- 
bundene zweite Leiterbahn (5) auf einer zweiten Seite 
(3) des Tragersubstrats (1) aufweist, wobei in einem er- 
sten Verfahrensschritt der Kuhikorper (13) oder das 
elektronische Bauelement (16) auf die nach oben ge- 
wandte erste Leiterbahn (4) des Tragersubstrats mittels 
einer ersten Lotschicht (12) in einer Reflow-Lotstation 
aufgeiatet wird, die Leiterplatte anschliefiend gewen- 
det wird und in einem zweiten Verfahrensschritt das 
noch fehlende elektronische Bauelement (16) bezie- 
hungsweise der noch fehlende KUhlkorper (13) auf die 
nunmehr oben liegende zweite Leiterbahn (5) mittels 
einer zweiten Lotschicht (15) in einer Reflow-Lotstar 
tion aufgeldtet wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 
erste Leiterbahn (4) wenigstens einen fur die Aufbrin- 
gung der ersten Lotschicht (12) vorgesehenen Bestiik- 
kungsabschnitt (6) aufweist, der nicht mit Durchkon- 
taktierungen (8) verbunden ist, daB wenigstens auf die 
erste Leiterbahn (4) eine erste Lotstopp-Barriere (10) 
aufgebracht wird, welche den wenigstens einen Be- 
stuckungsabschnitt (6) der ersten Leiterbahn (4) von 
dem restiichen mit den Durchkontaktierungen (8) ver- 
sehen Bereich dieser Leiterbahn abgrenzt, und daB die 
erste Lotschicht (12) auf den wenigstens einen Bestuk- 
kungsabschnitt (6) der ersten Leiterbahn (4) aufge- 
bracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zweite Leiterbahn (5) wenigstens einen fur 
die Aufbringung der zweiten Lotschicht (15) vorgese- 
henen Bestuckungsabschnitt (7) aufweist, der nicht mit 
Durchkontaktierungen (8) verbunden ist, und daB zu- 
satzlich auf die zweite Leiterbahn (5) eine zweite Lot- 
stopp-Barriere (11) aufgebracht wird, welche den Be- 
stuckungsabschnitt (7) der zweiten Leiterbahn (5) von 
dem restiichen mit den Durchkontaktierungen (8) ver- 
sehen Bereich dieser Leiterbahn abgrenzt und daB die 
zweite Lotschicht (15) auf den Bestuckungsabschnitt 
(7) der zweiten Leiterbahn (5) aufgebracht wird (Fig. 1 
bis Fig. 8). 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die zweite Leiterbahn (5) wenigstens einen fur 
die Aufbringung der zweiten Lotschicht (15) vorgese- 
henen und mit den Durchkontaktierungen (8) verbun- 
den Bestuckungsabschnitt (7) aufweist, welcher uber 
die Durchkonktaktierungen (8) mit dem nicht als Be- 
stuckungsabschnitt vorgesehenen Bereich der ersten 
Leiterbahn (4) verbunden ist und daB die zweite Lot- 
schicht (15) auf den Bestuckungsabschnitt (7) der 
zweiten Leiterbahn (5) aufgebracht wird (Fig, 9 und 
Fig. 10). 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kiihlkdrper (13) dem auf der anderen 
Seite des Tragersubstrats (1) angeordneten elektroni- 
schen Bauelement (16) mit ktirzestem Abstand direkt 
gegentiberliegi. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach dem ersten Verfahrensschritt auf den mit 
den Durchkontaktierungen (8) verbundenen Bereich 
der zweiten Leiterbahn (5) zusatzlich eine dritte Lot- 
schicht (14) aufgebracht wird, welche sich wahrend 
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des zweiten Reflow-Lotverfahrens verfliissigt und in 
die Durchkontaktierungen eindringt (Fig. 6). 
6. Elektronische Baugruppe, welche wenigstens ein 
mil einem elektronischen Bauelement (16) und wenig- 
stens einem Kuhlkorper (13) bestucktes Tragersubstrat 5 
(1) umfaBt, das eine erste Leiterbahn (4) auf einer er- 
sten Seite (2) des Tragersubstrais (1) und eine uber 
thermische Durchkontaktierungen (8) mit der ersten 
Leiterbahn (4) verbundene zweite Leiterbahn (5) auf 
einer zweiten Seite (3) des Tragersubstrats (1) auf- lO 
weist, wobei der Kuhlkorper (13) oder das elektroni- 
sche Bauelement (16) auf die erste Leiterbahn (4) des 
Tragersubstrats mittels einer ersten Lotschicht (12) 
aufgeietet ist, und das elektronische Bauelement (16) 
beziehungsweise der Kuhlkorper (13) auf die zweite is 
Leiterbahn (5) mittels einer zweiten Lotschicht (15) 
aufgelotet ist» dadurch gekennzeichnet, daB die erste 
Leiterbahn (4) wenigstens einen fUr die Aufbringung 
der ersten Lotschicht (12) voigesehenen Bestuckungs- 
abschnitt (6) aufweist, der nicht mit Durchkontakde- 20 
rungen (8) verbunden ist, daB wenigstens auf die erste 
Leiterbahn (4) eine erste Lotstopp-Barriere (10) aufge- 
bracht ist, welche den wenigstens einen Bestuckungs- 
abschnitt (6) der ersten Leiterbahn (4) von dem restli- 
chen mit den Durchkontakderungen (8) versehen Be- 25 
reich dieser Leiterbahn abgrenzt, und daB die erste Lot- 
schicht (12) auf den wenigstens einen Bestiickungsab- 
schnitt (6) der ersten Leiterbahn (4) aufgebracht ist. 
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Abstract 


A method for manufacturing an electronic module or subassembly, comprising at least one carrier substrate (1) equipped with an 
electronic component (16) and at least one heat-sink (13), has a conductor path provided with at least one equipping section for 
application of the first soldering layer (12) and which is not joined to the piated-through regions. A first solder barrier Is applied to 
the first conductor path and separates the equipping section of the first conductor path from the rest of the region of this conductor 
path provided with piated-through regions. The first solder layer (12) Is applied on the at least first equipping section of the first 
conductor path. 
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